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Настоящая работа завершает многолетний цикл исследований, в которых: 

1. обнаружено явление композиционной автомодуляции вдоль направления роста при выращивании эпитаксиальных слоев AIII1-xBIIIxCV и AIIIBV1-yCVy; 

2. предложен автокаталитический механизм эффекта; 

3. теоретически исследованы закономерности автомодуляции при реализации этого механизма; 

4. изучены особенности электронно-микроскопических изображений автомодулированных кристаллов; 

5. показано, что закономерности модуляции в автомодулированных слоях GaAlAs, GaInP и GaAsP соответствуют предсказаниям автокаталитического механизма. 

Для этого механизма выявлены условия, при которых на кривой соответствия между составами материнской фазы и растущего кристалла существует точка F, в окрестностях которой имеется область S-образной зависимости, и показано, что в этих условиях возникает стратификация кристалла по составу. Особую роль в появлении композиционной автомодуляции в рамках этого механизма играет диффузионный перенос от источников компонентов к растущему кристаллу, который в зависимости от состава ростовой поверхности может либо ускорять изменения состава материнской фазы, либо подавлять эти изменения. Различия в скоростях вариаций состава материнской фазы вызывает в кристалле формирование межстратных границ двух типов. Для бинарной материнской фазы XY и ее составов, лежащих между точками Х и F, при переходе вдоль направления роста из страт с избытком X в страты с избытком Y возникают межстратные границы со скачкообразным изменением состава, а вблизи противолежащих границ состав меняется непрерывно. 

В отличие от предшествующих работ, в которых реализация автокаталитического механизма демонстрировалось путем анализа контраста на электронных изображениях модулированных кристаллов, в настоящей работе исследована зависимость параметров автомодуляции от состава формируемых слоев. Исследованы слои GaAs1-yPy при вариациях состава от y=0,4 до y=0,52. Показано, что

1. амплитуда автомодуляции не меняется при изменении задаваемого состава кристалла, а соответствие среднего состава кристалла составу материнской фазы достигается посредством изменений относительной протяженности страт разного типа; 

2. для составов материнской фазы, близких к GaAs, ступенчатые межстратные границы отвечают переходам вдоль направления роста из страт с избытком GaAs в страты с избытком GaP, но что по мере приближения к точке F, вблизи этих границ развиваются области приграничных вариаций;

3. при переходе через точку F последовательность чередования границ нарушается, и по обе стороны от этой точки возникают две однотипные границы;

4. если один из объемов, полученных в едином процессе, формировался из материнской фазы, состав которой лежал между точкой F и GaP, а другой из фазы с составом, лежавшим между GaAs и точкой F, то для этих объемов последовательности чередования межстратных границ разных типов противоположны. 

Эти закономерности полностью соответствуют предсказаниям автокаталитической модели, объяснимы только в рамках автокаталитического механизма и, следовательно, доказывают адекватность автокаталитического механизма самоорганизации в целом.

